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AM—OLED显示器件制程解析 
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一

、前言 

OLED显示技术被称为是第三代显 

示技术，正是基于这种说法，中国大陆 

的OLED产业才得以蓬勃发展，不少公 

司都在争先恐后的投入巨资建设 

OLED显示器件生产线，原因很简单， 

那就是我们在 CRT和LCD时代均落 

后于人，希望能在OLED时代迎头赶 

上，起码和世界同步，力争走在前列，这 

种精神难能可贵。 

尽管 OLED作为一项新兴的显示技 

术，将为中国的显示产业提供一个难得 

的发展机遇，但我们只有理智、有序地进行统筹规 

划，统一部署，集中攻关，才能取得胜利。 

AM—OLED的制程多种多样，本文仅以其中的 

LTPS AM—OLED中的一种制程作为模型进行论 

述。 

二、OLED显示技术的主要优缺点分析 

l、OLED的优点 

◆具有良好的视角和色饱和度 

◆ 自主发光，响应速度快 

◆与LCD相比，制程简单 

◆适应温度范围广 

◆可借用现有的唧 基板技术 

2、OLED的不足 

◆ 目前，器件寿命还没有达到期望值 

◆ 目前，多用于中小尺寸显示和便携式产品， 

用于大尺寸显示产品还不太成熟 

◆由于是电流驱动，所以，长时间显示静态画 

面，会加速发光材料的老化，尤其是白场信号 

◆在户外使用时，会受光子撞击而发光，因 

而，画面的对比度降低，可渎性会变差 

3、动态优缺点 

随着画面上白色显示区域的变化，OLED的 

图2—1 OLED与 LCD显示器件制程对比图 

功耗也随着变化，白色画面较少时，其功耗低于有 

背光的LCD，但白色画面较多时，功耗会大于有 

背光的LCD。另外，它比无背光的LCD功耗要大 

的多。 

三、P硅(LTPS)AM—OLED显示器件制程解析 

随着OLED显示器件技术研究的不断深入， 

人们越来越清楚，要获得性能优良的显示器件，首 

先要选择适合的材料，而材料的性能往往要通过 

最优化结构的器件来体现，合理的器件结构会充 

分地发挥材料的性能。通过对 OLED显示器件基 

本结构及其各个功能层问界面问题的了解，可以 

改变器件结构的设计，提高OLED显示器件的寿 

命，解决发光效率等性能上的问题。 

l、OLED显示器件结构与种类 

图3—1 OLED显示器件结构示意图 
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图3—2 PM—OLED与AM—OLED显示器件结构示意图 

表1 AM．OLED州TFT常J刳硅基材料比较 

、I"-导体薄膜 迁移率 稳定性 均匀性 成熟性 产业化 

a．Si 0 0 ● ● ● 

u—Si ◎ ● ● ◎ ● 
’ 

p·Si ● ● ◎ 0 ◎ 

注：·：优， ◎：中， 。：较差 
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图3-3 AM—OLED用 T丌 基板技术 

OLED显示器件按照驱动类型可分为PM— 

OLED(无源 OLED)和AM—OLED(有源 OLED)； 

按照发光材料类型可分为 S—OLED (小分子 

OLED)和P—OLED(聚合物 OLED，又称PLED o 

本文主要解析小分子 P硅 AM—OLED的制 

程。 

2、AM—OLED用TFr常用硅基材料对比 

OLED属于电流驱动器件，对电流的稳定性 

要求很高，而电流的稳定性又与电子的迁移率有 

关，由表 1可知，p-Si(P硅，即低温多晶硅一LTPs) 
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正是适合于做 OLED用TFT的最佳基材。当然， "Tr的成功范例。 

由于用a—Si(a硅，即非晶硅)制作 肿 的技术相 3、AM—OLED显示器件制程解析 

当成熟，良率很高，也有用a—si制作OLED用 (1)、AM—OLED的工艺流程 
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③、AM—OLED模组制作工艺流程 
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图3—4 LTPS—TFT制作范例流程示意图 

(2)、主要制程解析 

①、LTPS-TFT基板主要制程解析 

制作OLED器件用的素玻璃为无碱玻璃。 

为防止玻璃中的铝、钡和钠等金属离子扩散 

到TFI'电路中，影响器件的阀值电压，造成缺陷， 

首先利用等离子化学气相沉积 (简称 PECVD)方 

法，在玻璃表面沉积厚度为 95—105nm的SiO2 

层，被称为缓冲层；然后再用PECVD方法，在 

SiO2层上沉积50nm厚的 Si层。 

为防止H原子对a—si层品质的影响，需要在 

真空或氮气环境中对基片进行加热除H，然后用 

HF再清除氧化层。 

用线型激光束对 a—si层进行晶化是LTPS转 

化必经的过程，在对 LTPS进行第一次光刻处理 

后，就形成了肿 硅岛。再经过第二次光刻处理， 

留出离子注入通道后，对 TFT沟道进行微量硼元 

素掺杂，以此来使TFT的阈值电压控制在+2V左 

右范围。 

然后，用PECVD生成 80～100nm厚的TEOS／ 

O2薄膜作为栅极氧化层，再用PVD沉积300nm 

厚的MoW栅极金属电极层。经第三次光刻处理， 

制作成扫描用的门电极。紧接着进行漏极微掺杂 

离子注入，可大幅度降低欧姆接触方阻值。 

第四次光刻处理后，对S／D极进行高能量离 

子注入，形成N型区域；进行第五次光刻处理，对 

S／D极进行高能量离子注入，形成P型区域；用高 

温热炉管激活法，在400'12环境下，激活 1小时； 

并用PECVD沉积氧化硅／氮化硅保护层薄膜。 

第六次光刻后，形成接触孑L，再用PVD溅镀 

Al—Nd层；第七次光刻后，形成S／D电极。采用“刮 

涂”的方式，涂敷一层平坦化有机保护层，然后，进 

行第八次光刻，制作像素的接触孔。 

最后，溅镀一层 ITO膜，第九次光刻处理后， 

形成像素电极。利用高温烘烤的工艺将非晶态 

ITO转换为多晶态的ITO膜。 

图3—4是 LTPS—TI 制作范例流程示意图， 

虽与本文流程有些差异，但在此也仅作参考。 

②、面板制作主要制程解析 

对 LTPS一，I’FT基板进行不同方式的清洗、干 

燥之后，送人氮气环境中进行降温，并反转基板， 

使膜面朝下。在氩气环境中，进行等离子表面处 

理．可以提高基板的表面特性。 

处理后的基板，送人 5x10—5Mpa的真空室内 

进行各功能层、发光层的蒸镀，完成后，送入含有 

氮气的封装室准备封装。 

清洗、干燥好的盖板，经紫外照射后，安装(或 

涂敷)透明干燥剂，并涂敷封框胶，然后送人含有 

氮气的封装室准备封装。 

在封装室内，将基板和盖板进行对位、压合、 

封框胶固化后，并进行功能测试。 

③、模组制作主要制程解析 

对制作好的AM—OLED面板进行模组装配是 




